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ワイヤーボンディングにより、電気的に接続されている。
ＣＭＯＳインターフェースチップは、標準的な０．６μｍの
ＣＭＯＳプロセスで作製された。
ジャイロスコープとインターフェースチップの大きさは、
それぞれ３×３と０．７×１．３ｍｍ２である。
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